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近年、反強磁性体をスピントロニクス材料として応用する機運が高まっている。しかし、局在スピ

ンと伝導電子の相互作用には未だ明らかではない点が多い。今回、我々は、スピンフラストレーショ

ン系における磁気輸送特性を明らかにするため、歪んだハニカム構造を有する反強磁性体、CaMn2Bi2

に着目した。これまでに報告されている多くのフラストレーション系は絶縁体であるが、本系は狭

ギャップ半導体であり、また Bi に起因する強いスピン軌道相互作用を有するため、フラストレート

したスピンの影響が輸送特性に現れることが期待できる。そこで、我々は CaMn2Bi2の単結晶試料を

用いた測定を行ったところ、低温で特異な磁気抵抗効果を発見した [1]。

図 1(a)に、磁場を c軸方向に印加した際の、磁気抵抗効果率 (RM)の磁場依存性を示す。CaMn2Bi2

の RM は、4 T付近で最大 400%に達し、その後減少に転じる特異な振る舞いを見せた。4 T付近で

磁化に異常は見られなかったことから [1]、スピンフロップ転移などではこの磁気抵抗効果は説明で

きない。また、Mnサイトに少量の Znを置換した試料では、正の RM が減少し、より低磁場で負に

なることが分かった。この結果は、Mnの磁性を希釈したことが原因であると考えられ、磁性が磁気

抵抗効果の発現に寄与していることを示唆している。図 1(b)に、RM の角度依存性を示す。母物質、

Zn置換した試料共に、結晶構造と強く結合した巨大な異方性が見られた。本講演では、Bi サイトに

対する非磁性不純物置換効果についても合わせて報告し、磁気抵抗効果の起源について考察する。
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図 1: (a) Field dependence and (b) angle dependence of magnetoresistance ratio for CaMn2Bi2 and

Ca(Mn0.87Zn0.13)2Bi2. The field was rotated so that it is always perpendicular to the current in Fig. (b).
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